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简讯

中红外光学元件微弱吸收实现微米分辨率的表征

　　在光电对抗、激光制导、环境监测等需求的牵引下,中红外激光系统的应用日益广泛,中红外光学元件的

吸收特性备受关注.尤其在中红外强激光系统中,强光元件的吸收性能直接关系到整个激光系统的可靠性.
目前中红外光学元件的吸收率已降至１０－６量级,难以准确表征其二维吸收分布.

２０１６年国防科学技术大学光电学院与合肥知常光电科技有限公司结合自身优势,分别突破了高品质中

红外激光器技术和微弱光热信号检测处理技术,基于光热测量法合作研发了中红外波段的光学元件微弱吸

收分布测量仪(图１),实现了中红外光学元件二维吸收分布的科学表征.国防科学技术大学光电学院研制

的紧凑化风冷中红外光参量振荡激光器的输出波长为３．８μm,线宽小于１０nm,光谱漂移量小于２nm,平均

功率大于５W,长时间功率稳定性优于２％,光束质量 M２＜１．５.吸收分布测量仪的检测波长也为３．８μm,
检测精度优于１０－７,横向扫描分辨率优于１μm,检测范围大于５０mm×５０mm,单点检测时间小于０．５s,测
量重复精度优于５％.仪器配备了光学显微镜,具备选定区域的光学观察和定位能力,能够发现并定位光学

元件表面较大的缺陷,图２(a)为仪器检测到的光学元件表面的缺陷.仪器通过二维扫描的方式实现了光学

元件微弱吸收分布的测量,可对光学元件吸收率的均匀性进行分析,并且能够准确测量和表征基底缺陷、膜
层缺陷、表面污染物等因素造成的吸收峰.图２(b)为吸收率分布测量结果.

中红外光学元件微弱吸收分布测量仪可广泛应用于中红外光学元件吸收特性的表征与评价,对于改进

中红外光学元件的工艺水平、建立质量评价体系以及保障中红外强激光系统的安全运行具有重要意义.

图１ 中红外光学元件微弱吸收分布测量仪原理图

Fig敭１ SchematicofmidＧinfraredopticalelementweakabsorptiondistributionmeasurementmeter

图２ 光学元件的(a)表面缺陷和(b)吸收率分布

Fig敭２  a Surfacedefectand b absorptiondistributionofopticalelement
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